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はじめに 

  我々は，超高真空高周波マグネトロンスパッ

タリング法を用いて，高温領域における ZnO

層のエピタキシャル成長を行っている．これま

でに，Al2O3 基板上に直接成長を行ったところ

基板温度が 900 ℃付近において，(0002)面にお

ける XRC FWHM 値が 50 arcsec 以下のものが

得られている．今回は，高温領域で成長した

ZnO 層の結晶性や電気的特性について検討を

行ったので報告する． 

 

実験方法 

  ZnO 層の成長は，基板には 2 インチ径 α-

Al2O3(0001)を使用し，ターゲットには ZnO 焼

結体(6-N)を，反応ガスには Ar(6-N)ガスを使用

して行った．成長した ZnO 層の評価には，X 線

回析(XRD)装置や走査電子顕微鏡(SEM)，ホー

ル効果測定などを使用した． 

 

実験結果 

  ガス圧力を 15 mTorr，投入電力を 100 W と

して成長した ZnO 層の XRD パターンを Fig.1

に，その(0002)面におけるXRCを Fig.2に示す．

Fig.1 から，成長した ZnO 層は α-Al2O3(0001)基

板上に高い c 軸配向性を有していることが解

る．Fig.2 の XRC においても非常にシャープな

ピークを示し，その FWHM 値は 40 arcsec 程度

である． 

  尚，電気的特性を含めたその他の結果につい

ては，当日報告する予定である． 

 

Fig.1 成長した ZnO 層の XRD パターン 

 

 
Fig.2 成長した ZnO 層の(0002)面に 

おける XRC 
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